Fundamentos de Electronica 2016-2017

AMPLIFICADOR BASADO EN MOSFET PARA COMUNICACIONES
OPTICAS

Andlogamente al circuito planteado con BIJTs, podemos basar el amplificador para
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comunicaciones dpticas en el transistor MOS:
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Datos:
Voo = 12V, Ry = 100 kQ; Rs = 1 kQ
Transistores NMOS: K = 20 pA/V?, Vr =1V, W/L1 = 77, W/L, = 55
Diodo LED: V, = 3,2 V; lopt = 10 MA; Imax = 30 mA
Diodo Zener: V, =0,8V; |Vz| = 2,7 V; Imax = 50 MA; lzmin = 5MA; P;max = 600 mW

Fuentes de senal alterna:
lin: modela un fotodiodo
V4: modela una variacion en la tension de alimentacion Vpp

Calcular:

a) El punto de polarizacién del circuito. Determinar el valor de la resistencia R, para que
la intensidad del LED sea éptima.
b) Representar el modelo de pequefiia sefial anulando la fuente de tensién alterna Vq4
1) La ganancia en corriente Ip/li.
2) La ganancia en corriente Ip/liv incluyendo el efecto Early con Va=15V.
c) Representar el modelo de pequeiia sefial anulando la fuente de corriente alterna Iy
1) Larelacién entre la corriente de salida Ip y la tension Vg
2) ¢Qué condicién debe satisfacerse para que sea nula la corriente de salida Ip?
d) Elvalor de la resistencia R, maximo para poder aplicar el modelo de pequefia sefial.
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